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(57) Abstract: According to the method, a connection
is guided through the substrate and at least one recess
is formed in the substrate from the front side thereof by
means of an etching method. Then, the inner wall of the
recess is completely covered with an electric insulating
cover and then said recess is then filled with a material.
Subsequently, starting from the rear side of the substrate,
the thickness thereof is mechanically reduced by abrasive
material abrasion until a predetermined distance between the
area of the substrate that is subjected to the abrasive material
abrasion and the recess is reached. Then, substrate material
and material and/or electrically insulating coating material is
removed by wet-chemical etching in two to four steps using
two etching fluids that are different from each other, until
the rear side of the recess is exposed. Etching fluids used in
the second step have different etching rates for the substrate
material, the electrically insulating covering material and/or
the material.

(57) Zusammenfassung: Beim erfindungsgemiBen Verfah-
ren wird eine Verbindung durch das Substrat hindurch gefiihrt,
wober zundchst mindestens eine Vertiefung von der Vorder-
seite des Substrates durch ein Atzverfahren ausgebildet wird.
Dann wird die Innenwand der Vertiefung vollfldchig mit einer
elektrisch isolierenden Beschichtung versehen und die Vertie-
fung dann mit einem Stoff ausgefiillt. AnschlieBend wird aus-
gehend von der Riickseite des Substrates dessen Dicke mecha-
nisch durch abrasiven Stoffabtrag soweit reduziert, bis ein vor-
gebbarer Abstand des durch den abrasiven Stoffabtrag gestor-
ten Bereichs des Substrats von der Vertiefung erreicht ist. Da-
nach werden durch nasschemisches Atzen in zwei bis vier Stu-
fen mit zwei voneinander verschiedenen Atzfliissigkeiten zu-
erst Substratwerkstoff und dann Stoff und/oder elektrisch iso-
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Stirnfliche der Vertiefung freigelegt ist. In den zwei Stufen werden Atzfliissigkeiten eingesetzt, die voneinander abweichende
Atzraten in Bezug auf den Substratwerkstoff, den elektrisch isolierenden Beschichtungswerkstoff und/oder den Stoff aufweisen.
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Verfahren zur Herstellung von Substraten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Substraten. Die Substrate koénnen auch beispiels-
weise als Halbleitersubstrate bel verschiedenen Ap-
plikationen eingesetzt werden, wobei eine miniaturi-
sierte Ausbildung erreichbar ist. So konnen bei-
spielsweise optische Detektoren, wie z.B. Photodioden
auf erfindungsgemidben Substraten angeordnet und e-
lektrisch leitend kontaktiert werden, so dass ihre
jeweiligen Messsignale einer elektronischen Auswer-
tung zugefiilhrt und auch eine Abbildung erfasster
Bildsignale mdglich ist. AuBerdem ist eine hohere
Flexibilitit fiir die Anordnung solcher Elemente auf

der Vorderseite gegeben.

Haufig werden auf Halbleitersubstraten, wie bei-
spielsweise Siliciumwafern, solche Anordnungen bzw.
Arrays ausgebildet, die nur von der Seite kontaktiert

werden konnen.
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Um diesem Nachteil entgegenzutreten wurden Versuche
unternommen elektrisch leitende Verbindungen in mini-
aturisierter Form durch ein Halbleitersubstrat hin-
durch, als so genannte Durchkontaktierung (TWI -

Through Wafer Interconnection) auszubilden.

Eine solche Moglichkeit ist in DE 10 2005 039 068 Al
beschrieben. Dabei soll ein Siliciumsubstrat von Vor-
der- und Rickseite bearbeitet werden. In einem ersten
Schritt wird eine Grabenstruktur auf der Vorderseite
des Halbleitersubstrates durch ein Atzverfahren aus-
gebildet, um eine elektrisch leitende Verbindung und
eine Isolation zu erreichen. Diese Grabenstruktur
wird in die Oberfiéche eingéétzt. Nachfolgend wird
die Vorderseite mit einer dielektrischen Schicht wver-

sehen, die auch in den Vertiefungen ausgebildet ist.

Die so beschichteten Vertiefungen werden dann mit ei-
nem Stoff ausgefiillt. Woraufhin auf der Oberfliche
Kontaktelemente ausgebildet werden koénnen.

Die Vertiefungen missen dann ausgehend von der Riick-
seite freigelegt werden. Hierzu ist ein Abtrag von
einigen hundert Mikrometern von der Riickseite erfor-
derlich. Um dies effektiv zu erreichen, wird dies ib-
licherweise durch mechanisches Schleifen mit einem
abrasiven Stoffabtrag erledigt. Durch die mechani-
schen Belastungen kommt es zu Stdrungen des Substrat-
werkstoffs in Bereichen beispielsweise des Kristall-
gefliges des jewelligen Substratwerkstoffs. Solche De-
fekte (z.B. Versetzungen, Mikrorisse) koénnen die e-
lektrischen Eigenschaften negativ beeinflussen, was
beispielsweise zu erhdhten elektrischen Leckstrémen
oder zu einer einseitigen mechanischen Vorzuspannung,

und zu einer Verkriummung der Halbleitersubstrate filih-

PCT/DE2008/001057
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ren kann.

Ublicherweise schlieBt sich an das Schleifen von
Halbleitersubstraten eine zur weiteren Reduzierung
der Dicke des Substrats fihrende Bearbeitung an, die
den Substratwerkstoff mechanisch weniger angreift und
belastet. Dies kann durch Polieren, durch chemisch
mechanisches Polieren und/oder nasschemisches Ent-

spannungsatzen erfolgen.

Bei im Substrat bzw. einem Halbleitersubstrat ausge-
bildeten Durchkontaktierungen (,vergrabene Struktu-
ren), die aus bzw. mit vom Substratwerkstoff abwei-
chenden Stoffen gebildet sind und durch die Reduzie-
rung der Substratdicke freigelegt werden sollen, koén-
nen die iiblicherweise eingesetzten Verfahren aus
technologischen Grinden (Bruchfestigkeit der Substra-
te, Selektivit&ten oder Homogenit&dten von Atzungen)
oder aus bGkonomischen Grinden (erforderliche Bearbei-
tungszeit flir Polieren oder chemisch mechanisches Po-
lieren) nicht oder nur mit erheblichen Nachteilen

verbunden eingesetzt werden.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung Méglichkeiten zur
Verfiigung zu stellen, mit denen Substrate kostenglins-
tig herstellbar sind, und mit denen eine Beeintridch-
tigung des Substratwerkstoffs vermeidbar ist.

Erfindungsgemédl wird diese Aufgabe mit einem Verfah-
ren, das die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, ge-
lost.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung kénnen mit den in untergeordneten Anspri-
chen bezeichneten Merkmalen erreicht werden.

H

PCT/DE2008/001057
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Flir die Herstellung von erfindungsgemdBen Substraten
kénnen beispielsweise einkristalline Siliciumsubstra-
te (Si-Wafer) oder solche aus GaAS, SiGe, SiC oder
einem Glas eingesetzt werden, die eine ausreichend
groBe Dicke, beispielsweise bis zu ca. 1000 pm oder
auch darunter aufweisen ko&nnen. Die Auswahl kann un-
ter Berilicksichtigung der gewlinschten Dicke eines fer-
tig prozessierten Substrates erfolgen. So kdnnen sol-
che Substrate in Standardabmessungen eingesetzt und
auf eine beliebige Zieldicke bearbeitet werden, die

bis in Bereiche sehr geringer Dicken reichen kann.

Ausgehend von der Vorderseite werden unter Verwendung
einer Maske durch Atzen, z.B. Trockendtzen Vertiefun-
gen fir vergrabene Strukturen mit einer Mindesttiefe
von z.B. 200 pm ausgebildet.

Ein so vorbereitetes Substrat kann dann so weiter be-
arbeitet werden, dass auf der Vorderseite eine elekt-
risch isolierende Beschichtung ausgebildet wird, die
auch auf der Oberfldche, also den Innenwanden der
Vertiefungen ausgebildet ist. Die Beschichtung kann
eine Oxidschicht, bevorzugt eine thermisch gebildete
Siliciumdioxidschicht sein.

Dann werden die Vertiefungen mit einem Stoff, bevor-
zugt einem elektrisch leitenden Stoff vollsténdig
ausgeflillt. Die eine oder auch mehrere innen angeord-
nete(n) Vertiefung(en) konnen mit z.B. einem Metall,
Polysilicium oder dotiertem Polysilicium ausgefiillt
werden und so wegen der erhéhten elektrischen Leitfa-
higkeit nach der Fertigstellung eine elektrisch lei-
tende Verbindung durch das Substrat hindurch nach der
Fertigstellung bilden.

Eine oder mehrere Vertiefung(en) kénnen am fertig

PCT/DE2008/001057
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prozessierten Element dann aber auch einen Isolator
bilden. Dabei kann eine solche Vertiefung mit einem
elektrisch l1lsolierendem Stoff, der Einfachheit hal-
ber aber ebenfalls mit dem dotierten PolySilicium
ausgefiillt werden. Im letztgenannten Fall wird die
Isolationswirkung durch die elektrisch isolierende
Beschichtung der Innenwand dieser Vertiefung er-
reicht.

Ggf. nach Fertigstellung von Strukturen auf der Vor-
derseite kann das Substrat nachfolgend an seiner
Rlickseite bearbeitet werden. Dabel wird die Dicke des
Halbleitersubstrates von der Riickseite reduziert, bis
die Vertiefungen auch an der Rlickseite freigelegt
sind und durch das Substrat hindurch reichende vom
Substrat getrennte elektrische Potentiale gebildet
werden koénnen. Dies wird z.B. durch Schleifen er-
reicht. Dabei erfolgt ein abrasiver Stoffabtrag aus-
gehend von der Riickseite, bel dem eine bereichsweise
Stdrung eines Bereichs, beispielsweise des Kristall-
bereichs des Substratwerkstoffs erfolgt.

Erfindungsgemdl wird der Stoffabtrag aber nur so lan-
ge in dieser Form durchgefiihrt, bis die in Richtung
Rlickseite des Substrats weisenden Stirnfl&chen von
Vertiefungen nicht erreicht sind und ein vorgebbarer
Abstand eingehalten ist, in dem kein gestdrter Be-
reich bzw. Kristallbereich vorliegt. Demzufolge ver-
bleibt oberhalb der Stirnflichen von Vertiefungen ein

ungestdrter Bereich bzw. Kristallbereich.

Ein so in seiner Dicke reduziertes Substrat wird dann
weiter ausgehend von seiner Rilickseite durch nassche-
misches Atzen bearbeitet und dadurch seine Dicke wei-
ter reduziert. Das Atzen wird dann mit mindestens

zwel Atzstufen durchgefithrt, bei denen unterschiedli-
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che Atzflussigkeiten eingesetzt werden, die fiir die
abzutragenden Stoffe und eine elektrisch isolierende

Beschichtung unterschiedliche Atzraten aufweisen.

Dabei wird zuerst der gestdrte, insbesondere in sei-
ner Kristallstruktur gestdrte und dann ggf. ungestdr-
ter Bereich des Substrats durch nasschemisches Atzen
weiter abgetragen. Hierzu kann als Atzflissigkeit
beispielsweise HNO3;/HF/CH3COOH eingesetzt werden. Da-
bei kann zumindest soweit gedtzt werden, bis die in
Richtung Rickseite weisende Stirnfliche von Vertie-
fungen erreicht sind. Dort kann die Atzfront einen
Stoff in Vertiefungen und/oder einen Beschichtungs-

werkstoff, an Innenwdnden von Vertiefungen erreichen.

Ist dies erreicht oder es wurde weiter mit der ersten
Atzstufe gedtzt und der in Vertiefungen eingefiillte
Stoff und/oder Beschichtungswerkstoff teilweise
freigelegt, kann mit einer zweiten Atzstufe weiter
gedtzt werden. Dabei wird eine Atzflissigkeit, z.B.
HF eingesetzt, die eine hdhere Atzrate fiir den/die
jeweiligen Stoff(e) und/oder den Beschichtungswerk-
stoff der Vertiefung(en) aufweist, als fiir den Sub-
stratwerkstoff.

Nachfolgend kann mit einer dritten Atzstufe, falls
dies gewlinscht ist, weiter mehr Substratwerkstoff und
in die Vertiefungen gefiillter Stoff als Beschich-
tungswerkstoff abgetragen werden, wofilir wieder eine
Atzflissigkeit mit dementsprechenden Atzraten, bei-
spielsweise wieder HNO3/HF/CH3;COOH eingesetzt werden
kann. So kann dann eine ebene plane Oberfl&che an der
Rlickseite erhalten werden. Es kdnnen aber auch an der
Rickseite liberstehende Bereiche eines Stoffes
und/oder des Beschichtungswerkstoffes verbleiben, wo-

bei mit Beschichtungswerkstoff, beispielsweise einem
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Oxid, bevorzugt Siliciumdioxid, eine elektrische Iso-

lierung gebildet werden kann.

In einer vierten Atzstufe kénnen die Uberstehenden
Bereiche des Beschichtungswerkstoffs entfernt werden.
Dabei wird eine Atzfliissigkeit, z.B. HF eingesetzt,
die eine hohere Atzrate fir den/die jeweiligen

Stoff (e) und/oder den Beschichtungswerkstoff der Ver-
tiefung(en) aufweist, als fiir den Substratwerkstoff.

Mit nachfolgend an der Rlckseite ausgebildeten Kon-
taktelementen konnen freigelegte Bereiche eines e-
lektrisch leitenden Stoffs elektrisch leitend mitein-
ander verbunden und Jje nach Bedarf verschaltet wer-

den.

Mit der Erfindung koénnen Substrate zur Verfiigung ge-
stellt werden, die einfach, flexibel in kurzer Zeit
hergestellt werden k&nnen und bei denen Substratwerk-

stoff frei von Defekten und Inhomogenitdten ist.

Nachfolgend soll die Erfindung beispielhaft nidher er-

lautert werden.

Dabei zeigen:

Figur 1 in schematischer Form eine Schnittdarstel-
lung eines Silicium-Halbleitersubstrates mit zwel
Vertiefungen vor einer mechanischen Bearbeitung mit
abrasivem Stoffabtrag;

Figur 2 in schematischer Form eine Schnittdarstel-
lung durch das Silicium-Halbleitersubstrat
nach dem abrasiven Stoffabtrag, mit einem
Bereich an dem die Kristallstruktur gestort
ist;
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Figur 3 in schematischer Form eine Schnittdarstel-
lung des Silicium-Halbleitersubstrates nach
einer ersten Atzstufe, bei der eine Be-
schichtung an Vertiefungen freigelegt wor-

den worden ist:

Figur 4 in schematischer Form eine Schnittdarstel-
lung des Silicium-Halbleitersubstrates nach
einer zweiten Atzstufe, bei der auch ein in
Vertiefungen eingefiillter Stoff freigelegt
worden ist;

Figur 5 in schematischer Form eine Schnittdarstel-
lung des Silicium-Halbleitersubstrates, bei
dem ein in Vertiefungen eingefillter Stoff
frei gelegt und Substratwerkstoff zurilick
gedtzt worden ist und Beschichtungswerk-
stoff die riuickseitige Oberfldche Uberragt

und

Figur 6 in schematischer Form eine Schnittdarstel-
lung des Silicium-Halbleitersubstrates, bei
dem eine plane ebene Riickseite ausgebildet

worden ist.

Bei diesen Beispielen wird als ein Beispiel fir ein
erfindungsgemiBes Substrat 1 ein aus einkristallinem

Silicium gebildetes Halbleitersubstrat 1 eingesetzt.

Figur 1 zeigt in schematischer Form ein Silicium-
Halbleitersubstrat 1 mit in diesem ausgebildeten
sacklochférmigen Vertiefungen, die nachfolgend nach
dem Diinnen des Silicium-Halbleitersubstrates 1, wie
dies nachfolgend noch genauer beschrieben werden

soll, frei gelegt werden sollen. Dabei wurde durch
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Oxidation an der Innenwand der Vertiefungen eine Be-
schichtung ausgebildet. Der Beschichtungswerkstoff 2
ist hier Siliciumdioxid. Das verbliebene freie Volu-
men wurde dann mit einem Stoff 3, hier dotiertem Po-
lysilicium gefullt.

Figur 2 zeigt in schematischer Form ein Beispiel fiir
die Ausbildung einer elektrisch leitenden Verbindung
durch ein Silicium-Halbleitersubstrat 1 im Anschluss
an ein mechanisches Schleifen mit abrasivem Stoffab-
trag und dem an der Riickseite ausgebildeten gestdrten
Kristallbereich 4. Zwischen dem gestdrten Kristallbe-
reich 4 und den Stirnfl&chen von Vertiefungen ist ein
Abstand eingehalten, so dass ein Bereich verbleibt in
dem ungestértes einkristallines Silicium, als Halb-
leitersubstratwerkstoff vorhanden ist.

Nachfolgend wurde in einer ersten Atzstufe weiter
Halbleitersubstratwerkstoff nasschemisch entfernt bis
zumindest das Siliciumdioxid, als Beschichtungswerk-
stoff 2 an der in Richtung Rickseite angeordneten
Stirnfldche von Vertiefungen freigelegt ist, wie dies
in Figur 3 gezeigt ist. Hier wurde HNO;/HF/CH3;COOH
als Atzflussigkeit eingesetzt.

Das in Vertiefungen vorhandene dotierte Polysilicium
als eingeftllter Stoff 3, wurde nachfolgend in einer
zwelten Atzstufe freigelegt, so dass eine elektrisch
leitende Verbindung zwischen Vorder- und Riickseite
hergestellt werden kann.

Dies ist in verschiedenen Mdglichkeiten mit den Figu-

ren 4 bis 6 verdeutlicht.

So wurde das in Figur 3 gezeigte Halbleitersubstrat 1

selektiv ge&dtzt bis der Beschichtungswerkstoff 2 an
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der Stirnflidche entfernt wurde, was durch Atzen mit
Atzflissigkeit, die eine hdhere Atzrate flir den Be-
schichtungswerkstoff 2 aufweist, erreicht werden
konnte. Bei Siliciumdioxid kann dies HF sein. Danach
wurde ein Zustand erreicht, wie er mit Figur 4 ge-
zeigt ist. Ein solches Halbleitersubstrat 1 kann wei-
ter gedtzt oder aber auch in dieser Form anders pro-

zesslert werden.

Es kann aber auch weiter ausgehend von der Riickseite
nasschemisch gedtzt und dadurch ein weitergehender
Stoffabtrag erreicht werden, wie dies den Figuren 5

und 6 entnommen werden kann.

Die Ausbildung des Halbleitersubstrates 1, wie in Fi-
gur 5 gezeigt, kann durch weiteres isotropes nassche-
misches Atzen, mit z.B. HNOs/HF/CH3COOH, Substrat-
werkstoff und eingefillter Stoff 3 entfernt werden.
Der in Vertiefungen vorhandene Beschichtungswerkstoff
2 wird langsamer beim nasschemischen Atzen entfernt
und so kann verbliebener Beschichtungswerkstoff 2 an
der Riickseite des Halbleitersubstrates 1 das Halblei-
tersubstrat 1 und auch den eingeftillten Stoff 3 iber-
ragen. In einer solchen Ausbildung kann die Rickseite
mit einer Beschichtung versehen werden, die auch e-
lektrisch leitend sein kann. Die die Oberfldche Ulber-
ragenden Bereiche des Beschichtungswerkstoffs 2 kén-

nen dann elektrisch isolieren.

Ausbildungen von Halbleitersubstraten 1, wie sie in
den Figuren 4 und 5 gezeigt sind, konnen durch geeig-
nete Auswahl und Reihenfolge von Atzfliissigkeiten

beim nasschemischen Atzen erhalten werden.

Bei einer Atzflissigkeit mit hoherer Atzrate fiir den
Substratwerkstoff werden eingefillter Stoff 3
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und/oder der Beschichtungswerkstoff 2 weniger ent-
fernt und kénnen die Oberfliche an der Rickseite l-

berragen.

Wird ein anderes Atzratenverhdaltnis gewdhlt, wird
mehr oder ggf. weniger Substratwerkstoff entfernt.
Dabei kann auch ein eingefillter Stoff 3 und ein Be-
schichtungswerkstoff 2 selektiv mehr oder weniger
entfernt werden, wenn eine Atzflissigkeit mit fir

diese unterschiedlichen Atzraten eingesetzt wird.

In einem letzten/vierten Atzschritt, der beispiels-
weise mit HF als Atzfliussigkeit durchgefthrt wird,
kann eine ebene plane Oberfldche der Riickseite des
Halbleitersubstrats 1 erhalten werden, wie dies in

Figur 6 gezeigt ist.



10

15

20

25

30

35

WO 2009/000258 PCT/DE2008/001057

12

Patentanspriche

Verfahren zur Herstellung von Substraten, beil
denen eine Verbindung von einer Vorderseite des
Substrates (1) durch das Substrat (1) hindurch

bis zu seiner Riickseite gefiihrt ist,

dabei in das Substrat (1) mindestens eine Ver-
tiefung von der Vorderseite des Substrates (1)
mit einer vorgebbaren Mindesttiefe durch ein

Atzverfahren ausgebildet wird, dann

die Vertiefung(en) mit einem Stoff ausgefiillt

und/oder

die Innenwand der Vertiefung(en) vollflichig mit
einer elektrisch isolierenden Beschichtung ver-
sehen und dann mit einem Stoff ausgeflllt

wird/werden;

dadurch gekennzeichnet, dass

anschlieBend ausgehend von der Riickseite des
Substrates (1) dessen Dicke mechanisch durch
abrasiven Stoffabtrag soweit reduziert wird, bis
ein vorgebbarer Abstand des durch den abrasiven
Stoffabtrag gestdrten Bereichs (4) des Substrats
(1) von der Vertiefung erreicht ist und im An-
schluss daran durch nasschemisches Atzen in zweil
Stufen mit zwei voneinander verschiedenen Atz-
fliissigkeiten zuerst Substratwerkstoff und dann

Stoff und/oder elektrisch isolierender Beschich-
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tungswerkstoff (2) entfernt werden bis mindes-
tens die in Richtung Rickseite des Substrats (1)
weisende Stirnfldche der Vertiefung(en) freige-
legt ist; wobei

in den zwei Stufen Atzflissigkeiten eingesetzt
werden, die voneinander abweichende Atzraten fir
den Substratwerkstoff in der ersten Atzstufe und
fiir den Stoff, den elektrisch isolierenden Be-
schichtungswerkstoff (2) und/oder de darin ein-
gefiillten Stoff (3) in der zweiten Atzstufe auf-

weilsen.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der abrasive Stoffabtrag durch mecha-
nisches Schleifen und/oder chemisch mechanisches

Polieren durchgefithrt wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der ersten Atzstufe
HNO5;/HF/CH5COOH und in der zweiten Atzstufe HF

als Atzflissigkeit elngesetzt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein kristalli-

nes Substrat (1) eingesetzt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Halblei-
tersubstratwerkstoff eingesetzt wirxd.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Sub-
strat (1) mittels der Vertiefung(en) eine elekt-
risch leitende Verbindung von einer Vorderseite
durch das Substrat (1) hindurch bis zu seilner

Riickseite ausgebildet wird.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einer drit-
ten Atzstufe weiterer Substratwerkstoff zumin-
dest soweit entfernt wird, bis eine plane ebene
Oberflédche der Rlckseite des Substrats (1) aus-
gebildet worden ist.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass HNO3;/HF/CH3;COOH oder HF in der dritten
Atzstufe als Atzflissigkeit eingesetzt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein aus ein-
kristallinem Silicium, GaAs, SiGE, SiC oder Glas

gebildetes Substrat. (1) eingesetzt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dass nasschemisches Atzen in mindestens ei-

ner vierten Atzstufe durchgefiihrt wird.

Verfahren nach einém der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als dielektri-
scher Stoff und Beschichtungswerkstoff (2) Sili-
ciumdioxid und als Stoff (3) ein Metall, Polysi-
licium oder dotiertes Polysilicium eingesetzt
wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kontakt-
element elektrisch leitend mit dem freigelegten
elektrisch leitenden Stoff an der Riickseite des
Substrates (1) kontaktiert wird.

PCT/DE2008/001057
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